


































专利名称(译) 密封植入式传感器

公开(公告)号 US7894870 公开(公告)日 2011-02-22

申请号 US10/925074 申请日 2004-08-23

申请(专利权)人(译) GLYSENS注册成立

当前申请(专利权)人(译) GLYSENS注册成立

[标]发明人 LUCISANO JOSEPH Y
CATLIN MARK B

发明人 LUCISANO, JOSEPH Y.
CATLIN, MARK B.

IPC分类号 A61B5/00

CPC分类号 G01N27/12 A61B5/14532 A61B5/14865 A61B2562/12

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在由具有耐高温性的第一绝缘材料制成的基板上的预选位置处形成至少
一个导体。导体由固化的导电厚膜材料制成。在基板上形成由第二绝缘
材料制成的涂层，以气密地密封导体的至少一部分。导体的暴露的远端
区域提供检测电极。导体具有降低的孔隙率，其抑制流体或其成分通过
导体的迁移。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c89093ca-114a-4ad9-8b2f-89148e17517d
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043597156/publication/US7894870B1?q=US7894870B1
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=7894870.PN.&OS=PN/7894870&RS=PN/7894870

